Informatik 3 — Ubung 02 — Georg K uschk

2.1)

a) Schwellwertschalter :

Der Operator diV bezeichne die Integer-Division.
Dann gilt :

a5 0 .
Fo(X %0 %5, %, %) = €@ (% ==1)~div 3
ei=1 g

D.h. maximal 2 Eingénge dirfen auf O liegen, wenn am Ausgang eine 1 liegen soll.

b) Paritétsfunktion :

f (X)) =X
o0 Xy X0) = (@% U (%000 %,) ) U (% OB (%,,0.,%,))

2.2)

a)
Die Funktionen Disjunktion und Konjunktion bilden keine vollstandige Basis fir die Menge aller Schaltfunktionen,
dadie Negation nicht durch diese zwei Funktionen dargestellt werden kann.

X X XxUx [ xUx
0 1 0 0

1 0 1 1

b)

{NAND} hingegen ist eine Verknipfungsbasis.
(D.h. beliebige Schaltfunktionen kénnen allein mit der NAND-Funktion realisiert werden)

Zwischenbeweis : { U, @} ist Verkniipfungsbasis
aUb=@(@aU@b) (nachdeMorgan) g.ed.

Im Folgenden sei @ |b= NAND(a,b).

Beweis:

Ruckfuhrung von { U, @} auf {NAND}

Ersetzung von W : a=aUa b @a=@(aUa)=ala=NAND(a,a)

Ersetzung von U : aUb=(aUa)U(bUb)
= @(((aUa) U (b Ub))) mit Negation erweitert
= @(2(@(B(aUa) UB(b Ub)))) nach de Morgan
= @(@(aUa) UB(b Ub)) Negation aufgehoben
= @((a]a) U(b|b)) nach NAND Definition
= (ala)|(b|b)

= NAND(NAND(a,a) , NAND(b,b) )



2.3)

a) Trioden-Schaltungen :

b) Tristate-Baustein :

¢) Unterschied zwischen dynamischen und statischen RAM :

Der Hauptunterschied liegt in der Art wie eine gespeicherte Information dargestellt wird.

Beim statischen RAM wird die gespeicherte Information durch den Zustand eines Flip-Flop dargestellt,
beim dynamischen RAM durch die Ladung eines Kondensators.

Da Kondensatoren sich mit der Zeit entladen ist beim dynamischen RAM eine Auffrischung der

K ondensatorenladung notwendig. Beim dynamischen RAM ist dies nicht nétig.

Desweiteren ist dynamischer RAM nicht so schnell wie statischer RAM, in der Herstellung jedoch
kostengunstiger, so daf3 statischer RAM im Cache eingesetzt wird und dynamischer RAM im
~€eigentlichen* Hauptspeicher.



